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2. Radiation effects in HEMTs made on the basis of AlGaN/GaN heterojunctions.

Реферат:
1. В роботі представлені результати дослідження дії гамма-радіації на параметри та характеристики
приладових структур на базі гетеропереходу AlGaN/GaN. За експериментальними вольт-амперними
характеристиками детально проаналізовано деградацію основних операційних параметрів (струмів
насичення, напруги відсічки, крутизни) транзисторів з високою рухливістю носіїв заряду в каналі (НЕМТ), з
шириною каналу від 100 до 400 мкм і довжиною затвору від 0.15 до 0.35 мкм, під впливом доз опромінення до
2?108 рад. Розглянуто процеси, що відбуваються під впливом радіації до загальної дози 2?109 рад в контактній
металізації Шотткі контактів Au-Ni-GaN і Au-ZrB2-AlGaN/GaN за даними проведених структурних
досліджень. Не дивлячись на прогнозовану високу стійкість приладів на базі матеріалів нітридної групи,
встановлено значну (до 40%) деградацію основних параметрів транзисторів, виявлено складний характер
стимульованої деградації НЕМТ (спостережено залежність ефектів від геометричних розмірів транзисторних
структур і робочихумов). Фізичні причини радіаційного старіння тестових структур проаналізовано з



урахуванням можливої релаксації механічних напружень бар’єрного шару AlGaN, а також стимульованих
міжфазних реакцій і зернограничної дифузії в контактній металізації.

2. The thesis presents the results of investigation of the effect of гамма-radiation on the parameters and
characteristics of device structures made on the basis of AlGaN/GaN heterojunction. For high electron mobility
transistors (HEMTs) with channel widths from 100 up to 400 mm and gate lengths from 0.15 up to 0.35 mm,
degradation of the main operational parameters (saturation current, cut-off voltage, transconductance) under
irradiation (doses up to 2?108 rad) is comprehensively analyzed from I-V curves. From the results of structure
investigations performed, the processes occurring in contact metallization of the Au-Ni-GaN and Au-ZrB2-
AlGaN/GaN Schottky contacts under irradiation up to a total dose of 2?109 rad are considered. Despite the
expected high tolerance of devices made on the basis of nitride group materials, considerable (up to 40%)
degradation of the main transistor parameters, as well as complex character of induced degradation of HEMTs,
were found (the dependence of the effects on the transistor structure geometry and operation conditions was
observed). The physical reasons for radiation aging of test structures are analyzed, with allowance made for
possible relaxation of mechanical stresses in the AlGaN barrier layer, enhanced reactions between phases and
grain-boundary diffusion in the contact metallization.
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